
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Козловского Александра Валерьевича 

«Фотостимуляция твердотельных сенсорных структур на основе кремния и 

полиэлектролитного покрытия», представленной на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.01 – 

«Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах». 

 

Тема диссертационной работы Козловского А.В., посвященная 

установлению влияния фотоэлектронных процессов в полупроводниковой 

структуре на изменения параметров полиэлектролитных функциональных 

слоев на её поверхности, приводящих к улучшению электрофизических, 

фотоэлектрических и сенсорных характеристик гибридных структур 

«полупроводник – полиэлектролитное покрытие», является весьма 

актуальной и представляет, как научный, так и безусловный практический 

интерес. 

Использование оптического излучения из области собственного 

поглощения монокристаллического кремния в процессе нанесение на его 

поверхность органических покрытий методом физической адсорбции 

полиэлектролитных молекул позволили получить гибридные структуры с 

меньшей плотностью заряженных поверхностных электронных состояний и 

повышенной чувствительностью к глюкозе. Значительный объем и 

корректность проведенных экспериментов позволили автору теоретически 

обосновать полученные изменения характеристик и убедительно доказать 

закономерности возникновения изменений, происходящих при 

фотостимуляции твердотельных сенсорных структур, что и обусловило 

новизну диссертационного исследования. 

Научная и практическая значимость полученных результатов 

заключается в реализации режима фотостимулированного нанесения молекул 

глюкозооксидазы на поверхность сенсорной структуры n-

Si/SiO2/полиэтиленимин, что приводит к увеличению её чувствительности к 

глюкозе в 3 раза по сравнению с нанесением молекул глюкозооксидазы в 

темноте. Также представляется интересным увеличение длительности 

релаксации заряда поверхностных электронных состояний после выключения 

освещения, достигаемое при формировании на поверхности структуры n-

Si/SiO2 наноразмерного слоя аморфного кремния. Это позволяет проводить 

фотостимуляцию полупроводника до погружения в раствор полиэлектролита, 

что актуально при необходимости локальной фотостимуляции 

полупроводниковой подложки. 

К недостаткам автореферата, несмотря на то, что в нем хорошо 

отражены практическая значимость и научная новизна диссертационной 

работы, стоило бы отнести отсутствие в автореферате некоторых условий 

проведения экспериментов, таких как материал и форма зонда в измерениях 

методом зонда Кельвина, мощность лазерного излучения в экспериментах с 

пленками аморфного кремния, концентрации полиэтиленимина и 




